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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
本論文は,光援用有機金属気相エピタキシーによるZnSe系Ⅱ-Ⅵ族半導体の青緑色発光デバイスの実
現を目的として,高品質エピタキシー技術の確立,ならびに,p型伝導制御と物性評価に関する研究結果
を纏めたもので,得られた主な成果は以下の通りである｡
1.ZnSe系半導体の光援用有機金属気相エピタキシーによる成長速度の温度依存性,および照射波長依
存性などの実験結果から,熱分解が支配的な温度領域と,光照射による表面光化学反応の寄与が大き
い温度領域を明確にし,結晶成長機構における光の役割について基礎的な知見を得ている｡
2.アクセプタ不純物である窒素をドー ピングしたZnSe:NおよびZnSSe:N層において,成長後の熱
処理によるアクセプタの活性化に関する系統的な実験を行い,成長層中の水素がアクセプタの不活性
化の原因となっていることを示すとともに,1016cm~3から1017cm-3の実効アクセプタ濃度を持つ
p型層の作製に成功している｡
3.得られたp型ZnSe:Nとp型ZnSSe:N層の電気的光学的物性評価を行うことによって,熱処理と
深い準位の欠陥生成との関係を調べ,正孔を補償するこの種の欠陥生成を抑制する熱処理条件の最適
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化を図っている｡
4.pn接合発光デバイスを作製するに際して,熱処理が活性層やn型層の物性に与える影響を検討して
いる. 次いで,レーザダイオード構造であるZnCdSeを活性層とする分離閉じ込め型単一量子井戸
構造を実際に作製して,電流注入による強い青緑色発光を観測するとともに,77Kで誘導放出を示
唆する結果を得ている｡
以上要するに本論文は,ZnSe系半導体の光援用有機金属気相エピタキシーによる結晶成長技術の確立
に寄与するとともに,物性制御およびpn接合発光デバイス作製における熱処理技術の有用性を示したも
ので,学術上,実際上寄与するところが少なくない｡よって,本論文は博士 (工学)の学位論文として価
値あるものと認める｡また平成9年2月7日,論文内容とそれに関連した事項について試問を行った結果,
合格と認めた｡
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